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(57) Rezumat:
1

Inventia se referd la tchnologia
semiconductoarelor si poate fi utilizatd, in
special, in dispozitive de conversie a radiatiei
solare in energie electrica.

Procedeul de crestere a structurii p*InP-
pInP-n*CdS pentru celule fotovoltaice consta
in aceea ci se creste stratul de pInP pe un
substrat, executat in formad de plachetd de
pInP cu orientarea cristalograficd (100),
dezorientarea de 3...5° in directia (110) si
concentratia purtitorilor de sarcind de 10'

2
cm?, se depune, pe partea frontald a plachetei,
prin metoda volumului cvasi inchis stratul de
n*CdS, se¢ depune pe partea posterioard a
plachetei un contact ohmic din Ag+5%Zn, se
trateazd termic la temperatura de 450°C, se
depune un contact ohmic din In pe stratul de
n*CdS, se trateazi termic la temperatura de
250°C, si se depune prin metoda evaporirii cu
fasciculul de electroni, la temperatura de
300°C, un strat antireflector de SiO;.
Revendicari: 1



(54) Method for p*InP-p InP-n*CdS structure growth for photovoltaic cells

(57) Abstract:
1

The invention relates to
semiconductor technology and can be used, in
particular, in devices for converting solar
radiation into electrical energy.

The method for p*InP-pInP-n*CdS
structure growth for photovoltaic cells consists
in that the p'InP layer is grown on a substrate,
made in the form of a p‘InP plate with
crystallographic orientation (100),
misorientation of 3...5° in the direction (110)
and charge carrier concentration of 10'® cm?,
is deposited on the frontal part of the plate by

2
the quasi-closed volume method a n*CdS layer,
is deposited on the reverse side of the plate an
ohmic contact of Ag+5%Zn, is thermally
treated at a temperature of 450°C, is deposited
the ohmic contact of In onto the n*CdS layer,
is thermally treated at a temperature of 250°C,
and is deposited by the electron beam
evaporation method, at a temperature of
300°C, a SiO; antireflection layer.
Claims: 1

(54) Cnoco6 pocta crpykrypbl p"InP-p InP-n*CdS ans porornekrpuueckux

IJIEMEHTOB

(57) Pedepar:
1

H3obpercHue OTHOCHTCS K
TMOYTPOBOJHAKOBOH TCXHHUKE H MOKET OBITh
HCIONB30BAHO, B YACTHOCTH, B YCTPOMCTBaX
JUIA TIPSOOPA30BaHUA COTHCUHOTO H3IYICHUS B
JNEKTPHUCCKYE) SHCPTHIO.

Crnocod pocra crpykrypel p*InP-p-
InP-n*CdS in (hOTORNEKTPHICCKUX
QJEMCHTOB COCTOHUT B TOM, YTO BBIPDAIMUBAIOT
cioi pInP Ha moAmOKKE, BBHINOTHCHHON B
BHJIC TUTACTHHEI "3 p'InP c
kpucrautorpaduaeckoii opuenrarmei (100),
pasopucHTamue# 3...5° B HampasmeHun (110)
M C KOHIEHTpauuel Hocurenei 3apsama 10'8

2
cM?, ocakmaroT, Ha (DPOHTANBHYIO YACTh
TUTACTHHBI, METOAOM KBa3H3AMKHYTOTO

obvema, cnoit n*CdS, ocaxxnaror Ha 0OpaTHYIO
CTOPOHY IUIACTHHBI OMHYCCKHH KOHTAKT H3
Ag+5%7Zn, TepMuuecku 00padaTHIBAIOT TIPH
Temmeparype 450°C, 0CakTarOT OMHUYCCKHI
koHTakT W3 In Ha cmoit n*CdS, Tepmmueckn
obpabarsBator mpu Temmeparype 250°C, mu
OC)KIAFOT METOAOM HMCTAPEHHS HIICKTPOHHBIM
TYYKOM, pu TEMIIEPATYPE 300°C,
aHTHOTpAKAroIHi C1oit SiOs.
I1. popmymsr: 1
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Descriere:
(Descrierea se publici in redactia solicitantului)

Inventia se referd la tchnologia semiconductoarelor si poate fi utilizatd, in
special, in dispozitive de conversie a radiatiei solare in energie electrica.

Este cunoscut procedeul de preparare a structurilor p*InP-pInP-n*CdS in flux de
hidrogen. In calitate de substraturi la structura p*InP-pInP-n*CdS au fost folosite
plachete de p“InP cu orientarea cristalografici (100) si dezorientarea de 3...5° in directia
(110) care se degreseaza in toluen, se usucd in vapori de alcool izopropilic, se corodeazi
in metanol +5%Br, se usucd in vapori de alcool izopropilic, se plaseazi in reactor, se
purjeazi cu hidrogen, se stabileste temperatura de 670°C, se creste stratul epitaxial p
InP, dupd ce se corodeazi, si acesta se depune repetat. Urmeaza ricirea reactorului,
scoaterea izostructurii p*InP-pInP, plasarea in alt reactor si depunerea stratului n*CdS
prin metoda volumului cvasi inchis la temperatura de 710°C in flux de Ha. In calitate de
contacte ohmice a fost folosit indiul pentru stratul frontal n*CdS si Ag+5%Zn pentru
substratul p*InP tratate termic corespunzitor la temperaturile de 250 si 450°C [1].

Dezavantajul acestui procedeu constd in faptul ci eficienta celulei solare p*InP-
pInP-n"CdS este limitatdi de wvaloarea curentului de scurt circuit cauzatdi de
recombinarea purtdtorilor de sarcind la suprafata structurii.

Cea mai apropiatad solutic tehnica este procedeul de crestere a structurii p*InP-p
InP-n*CdS-ZnO, care constd in prelucrarea in toluen si alcool izopropilic a unui substrat
din p*InP cu orientarea cristalograficd (100), dezorientarea de 3...5° in directia (110) si
concentratia purtitorilor de sarcind 10'® cm™, apoi corodarea in solutic de 5%Bn in
metanol si spdlarea in alcool izopropilic, uscarea in vaporii acestuia si plasarea in
reactor pe un suport din cuart. Apoi reactorul se purjeazi cu hidrogen timp de o ord, se
stabileste temperatura de crestere de 670°C, se corodeaza in gaz la aceeasi temperaturd,
se creste stratul p'InP, se corodeazd acest strat, se creste repetat, se stopeaza alimentarca
cuptorului, se scoate din reactor izostructura p-p*InP, se introduce in alt reactor pentru
depunerea prin metoda volumului cvasi inchis a stratului n*CdS la temperatura de
710°C. Se depune contactul ohmic pe substratul p*InP si se trateazd termic la
temperatura de 450°C, se depune contactul ohmic din In pe stratul frontal n*CdS, se
trateazd termic la temperatura de 250°C si prin metoda pulverizdrii la temperatura de
300°C se depune stratul antireflectant de ZnO [2].

Dezavantajul acestui procedeu consta in faptul ci straturile ZnO sunt pulverizate
la temperatura de 300°C, fapt ce conduce la micsorarea eficientei celulelor solare din
cauza majordrii recombindrii purtitorilor de sarcini la hotarul dintre pInP si nCdS.

Problema pe care o solutioneazi prezenta inventie constd in majorarea eficientei
celulei solare cu structura Ag+5%Zn-p*InP-p InP-n*CdS-In-SiOs.

Esenta inventiei constd in faptul ci se propune un procedeu de preparare a
celulelor fotovoltaice p*InP-pInP-n*CdS cu un strat antireflector de Si0O», care constd in
cresterea stratului pInP pe plachete de pInP cu orientare cristalograficd (100),
dezorientarea de 3...5° in directia (110) si concentratia purtitorilor de sarcini de 10'®
cm?, cresterea stratului n*CdS si depunerea contactelor ohmice din Ag+5%Zn, in care
pe structura Ag+5%Zn-p InP-pInP-n*CdS-In suplimentar se depune un strat
antireflector de SiO, prin metoda evapordrii cu fasciculul de electroni la temperatura
camerei.

Rezultatul tehnic al inventiei constd in majorarea eficientei celulelor fotovoltaice
pInP-pInP-n*CdS, prin depunerea la 300 K pe structura Ag+5%Zn-p*InP-pInP-
n*CdS-In a stratului antireflector de SiO; cu grosimea de 80 nm, ce permite sporirea
parametrilor energetici ale dispozitivului fotovoltaic obtinut.

Rezultatul tehnic obtinut este cauzat de faptul ca stratul antireflector de SiO-
mareste curentul de scurt circuit datoritd micsordrii reflectiei fasciculului de lumina
incidenta.

Exemplu de realizare a procedeului:

Procedeul de crestere a structurilor Ag+5%Zn-p*InP-pInP-n*CdS-In-SiO;
constd in prelucrarea in toluen si alcool izopropilic a unui substrat din p“InP cu
orientarea cristalografici (100), dezorientarea de 3...5° in directia (110) si concentratia
purtitorilor de sarcind de 10'® cm™, apoi corodarea in solutic de 5%Br: in metanol si
spilarea in alcool izopropilic, uscarea in vaporii acestuia si plasarea in reactor pe un



10

MD 4686 C1 2020.12.31
4

suport din cuart. Apoi reactorul se purjeazd cu hidrogen timp de o ord, s¢ stabileste
temperatura de crestere de 670°C, se corodeaza in gaz la aceeasi temperaturd, se creste
stratul pInP, se corodeazid acest strat, s¢ creste repetat, se stopeazd alimentarca
cuptorului, se scoate din reactor izostructura p-p*InP, se introduce in alt reactor pentru
depunerea prin metoda volumului cvasi inchis a straturilor n*CdS la temperatura de
710°C. Se depune contactul ohmic din Ag+5%Zn pe substratul p*InP si se trateazi
termic la temperatura de 450°C, se depune contactul ohmic din In pe stratul frontal
n*CdS, se trateaza termic la temperatura de 250°C, in H> se depune stratul antireflector
de Si0, cu grosimea de 80 nm prin metoda evapordrii cu fasciculul de electroni la
temperatura de 300 K.

(56) Referinte bibliografice citate in descriere:

1. MD 972 Y 2015.11.30
2. MD 4554 B1 2018.02.28

(57) Revendicari;

Procedeu de crestere a structurii p*InP-p InP-n*CdS pentru celule fotovoltaice,
care constd in aceea ci, se creste stratul de p'InP pe un substrat, executat in forma de
plachetd de p'InP cu orientarca cristalografici (100), dezorientarea de 3...5° in
directia (110) si concentratia purtitorilor de sarcind de 10'® cm™, se depune, pe partea
frontala a plachetei, prin metoda volumului cvasi inchis stratul de n*CdS, se depune pe
partea posterioara a plachetei un contact ohmic din Ag+5%Zn, se trateaza termic la
temperatura de 450°C, se depune un contact ohmic din In pe stratul de n*CdS, se
trateazd termic la temperatura de 250°C, si se depune prin metoda evaporirii cu
fasciculul de electroni, la temperatura de 300°C, un strat antireflector de SiO».

Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala
str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chisinau, Republica Moldova
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